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QRE1113, QRE1113GR
Minature Reflective Object Sensor

 

Features

 

■

 

Phototransistor output

 

■

 

No contact surface sensing

 

■

 

Miniature package

 

■

 

Lead form style: Gull Wing

 

■

 

Two leadform options: Through hole (QRE1113) 
SMT gullwing (QRE1113GR)

 

■

 

Two packaging options: Tube (QRE1113)
Tape and reel (QRE1113GR)

 

QRE1113GR Package Dimensions
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Notes:
1. Dimensions for all drawings are in millimeters.
2. Tolerance of ±0.15mm on all non-nominal dimensions
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QRE1113 Package Dimensions

Schematic
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Notes:
1. Dimensions for all drawings are in millimeters.
2. Tolerance of ±0.15mm on all non-nominal dimensions
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Pin 1: Anode
Pin 2: Cathode

Pin 3: Collector
Pin 4: Emitter
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Absolute Maximum Ratings

 

 (T

 

A

 

 = 25°C unless otherwise specified)

 

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be 
operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. 
In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability.
The absolute maximum ratings are stress ratings only.

 

Electrical/Optical Characteristics

 

 

 

(T

 

A

 

 = 25°C unless otherwise specified)

 

Notes:

 

1. Derate power dissipation linearly 1.00mW/°C above 25°C.
2. RMA flux is recommended.
3. Methanol or isopropyl alcohols are recommended as cleaning agents.
4. Soldering iron 1/16" (1.6mm) from housing.
5. Pulse conditions: tp = 100µs; T = 10ms.
6.  Measured using an aluminum alloy mirror at d = 1mm.
7.  No reflective surface at close proximity.

 

Symbol Parameter Rating Units

 

T

 

OPR

 

Operating Temperature -40 to +85 °C

T

 

STG

 

Storage Temperature -40 to +90 °C

T

 

SOL-I

 

Soldering Temperature (Iron)

 

(2,3,4)

 

240 for 5 sec °C

T

 

SOL-F

 

Soldering Temperature (Flow)

 

(2,3)

 

260 for 10 sec °C

 

EMITTER

 

I

 

F

 

Continuous Forward Current 50 mA

V

 

R

 

Reverse Voltage 5 V

I

 

FP

 

Peak Forward Current

 

(5)

 

1 A

P

 

D

 

Power Dissipation

 

(1)

 

75 mW

 

SENSOR

 

V

 

CEO

 

Collector-Emitter Voltage 30 V

V

 

ECO

 

Emitter-Collector Voltage 5 V

I

 

C

 

Collector Current 20 mA

P

 

D

 

Power Dissipation

 

(1)

 

50 mW

 

Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units

 

INPUT DIODE

 

V

 

F

 

Forward Voltage I

 

F

 

 = 20mA 1.2 1.6 V

I

 

R

 

Reverse Leakage Current V

 

R

 

 = 5V 10 µA

 

λ

 

PE

 

Peak Emission Wavelength I

 

F

 

 = 20mA 940 nm

 

OUTPUT TRANSISTOR

 

I

 

D

 

Collector-Emitter Dark Current I

 

F

 

 = 0mA, V

 

CE

 

 = 20V 100 nA

 

COUPLED

 

I

 

C(ON)

 

On-State Collector Current I

 

F

 

 = 20mA, V

 

CE

 

 =  5V

 

(6)

 

0.10 0.40 mA

I

 

CX

 

Cross-Talk Collector Current I

 

F

 

 = 20mA, V

 

CE

 

 =  5V

 

(7)

 

1 µA

V

 

CE (SAT)

 

Saturation Voltage 0.3 V

t

 

r

 

Rise Time V

 

CC

 

 = 5V, I

 

C(ON)

 

 = 100µA, 
R

 

L

 

 = 1k

 

Ω

 

20 µs

t

 

f

 

Fall Time 20
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Typical Performance Curves

Fig. 1  Normalized Collector Current vs. Distance
between device and reflector
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Mirror

Sensing Object:
White Paper (90% reflective)

0d

Fig. 2  Collector Current vs. Forward Current
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Fig. 3  Normalized Collector Current vs. 
Collector to Emitter Voltage

VCE - COLLECTOR EMITTER VOLTAGE (V)

0.1 1 10IC
 (

O
N

) -
 N

O
R

M
A

LI
Z

E
D

 C
O

LL
E

C
TO

R
 C

U
R

R
E

N
T

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

IF = 25mA

IF =20mA

IF =10mA

IF =15mA

IF =5mA

d = 1 mm, 90% reflection
TA = 25˚C

Fig. 4  Collector Emitter Dark Current (Normalized)
vs. Ambient Temperature
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Typical Performance Curves

 

 (Continued)

Fig. 6  Forward Current vs. Forward Voltage
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Fig. 7  Rise  and Fall Time vs. Load Resistance
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Recommended Solder Screen Pattern for GR option (for reference only)

Taping Dimensions for GR option

Dimensions in mm

1.0

1.1

2.8

LED (+)

0.8

2.0±0.05 4.0
0.25

5.5±0.05

12.0±0.3

8.0

3.73

4.75

1.98

ø1.5

1.75

Progressive Direction

General tolerance ±0.1
Dimensions in mm
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Reel Dimensions

Reflow Profile

ø13.0 ± 0.5

2.2 ± 0.5

9.0 ± 0.5

12.0 ± 0.15

ø60.0 ± 0.5

ø178.0 ± 1.0

Time (seconds)

Te
m

p
er

at
u

re
 (

°C
)

1°C to 5°C/sec

1°C to 5°C/sec

260°C max. for 10 sec. max.

260°C

120 sec. max.

60 sec. max.
above 220°C

Pre-heating
180°C to 200°C

Note: Reflow soldering should not be done more than twice.

220°C
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 

 

treyd6
Sticky Note
Accepted set by treyd6



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

